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본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서 횡전계방식으로 액정층을 구동하는 액정장치에 있어서, 그 화면표시성

능을 향상시킨다.  그 때문에, 본 발명은 액정을 개재시켜서 서로 대향배치되는 투명기판중에 한쪽에 투명기판의

액정측의 화소영역에 절연막을 개재시켜서 배치한  화소전극과 대향전극이 형성하고 이런 각 전극과의 사이에는

투명기판에 평행한 성분을 갖추는 전계를 발생시키는 동시에 상기 화소전극과 대향전극중 한쪽전극은 다른 쪽 전

극에 주변부로서 적어도 다른 쪽과 겹치지 않는 영역에 형성한 투명전극으로서 형성한 액정표시장치로 상기 절연

막을 다층구조로 구성한 기술을 제공한다.
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삭제

청구항 17 

삭제

청구항 18 

삭제

청구항 19 

삭제

청구항 20 
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청구항 21 
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청구항 22 
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청구항 23 
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청구항 24 

삭제

청구항 25 

삭제

청구항 26 

삭제

청구항 27 

삭제

청구항 28 

액정을 매개하여 대향 배치되는 투명기판 중 한쪽의 투명기판의 액정측의 면에 인접하는 각 게이트신호선과 인

접하는 각 드레인 신호선으로 포위된 화소영역이 형성되고,

상기 화소영역내에 제 1 절연막을 매개하여 배치되고,

상기 액정의 폭방향으로 전계를 발생시키는 화소전극과 대향전극을 구비하여,

상기 제 1 절연막상에 상기 화소영역의 부분에 개구를 갖추어, 상기 게이트신호선 및 드레인신호선 중 적어도

한쪽을 피복하는 제 2 절연막이 형성되어, 이 제 2 절연막의 표면에 도전막이 형성되어 있는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치.

청구항 29 

청구항 28에 있어서,

상기 제 2 절연막은,
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상기 제 1 절연막과 비교하여 비유전률이 1/2 이하, 혹은 막두께가 2배 이상으로 이루어져 있는 것을 특징으로

하는 액정표시장치.

청구항 30 

청구항 28에 있어서,

상기 도전막은,

상기 화소전극과 상기 대향 전극 중 어느 한쪽의 전극과 일체적으로 형성되고, 이 전극은 상기 화소영역의 집합

체인 표시영역의 전역으로 형성된 상기 도전막에 개구를 형성하는 것에 의해 형성되어 있는 것을 특징으로 하는

액정표시장치.

청구항 31 

삭제

청구항 32 

삭제

청구항 33 

삭제

청구항 34 
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청구항 35 
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청구항 36 

삭제

청구항 37 

삭제

청구항 38 
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청구항 39 
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청구항 40 

삭제

청구항 41 

삭제

청구항 42 

삭제

청구항 43 

삭제
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청구항 44 

삭제

청구항 45 

삭제

청구항 46 

삭제

청구항 47 

삭제

청구항 48 

삭제

청구항 49 

삭제

청구항 50 

삭제

청구항 51 

삭제

청구항 52 

삭제

청구항 53 

삭제

청구항 54 

삭제

청구항 55 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 액정표시장치에 관한, 소위 횡전계방식이라 부르는 액정장치에 관한 것이다.<1>

배 경 기 술

횡전계방식이라 부르는 액정장치는 액정을 개재시켜서 대향배치한 각 투명기판의 한 쪽을 투명기판의 액정측의<2>

각 화소영역의, 화소전극과 이 화소전극과의 사이의 투명기판과 평행한 전계(횡 전계)를 발생시키는 대향전극

이 형성하고 구성되 있다.

화소전극과 대향전극과의 사이의 영역을 투과하는 빛에 대해, 그 양을 상기 전계가 인가한 액정의 구동에<3>

위해, 제어하도록 이루고 있다.

이런 액정표시장치는, 표시면에 대해 비스듬한 방향에서 관찰해도 표시에 변화없는 이른바  광시야각 특성에<4>
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우수한 것으로 알리고 있다.

그리고, 이 때 까지 상기 화소전극과 대향전극은 빛을 투과시키지 않는 도전층으로 형성되어있다.<5>

그러나, 근년, 화소영역의 주변을 뺀 영역의 전역에 투명전계로 된 대향전극을 형성하고, 이 대향전극상의 절<6>

연막를 개재시켜서 일방향에 연재하고 일방향에 교차한 방향에 배치시킨 투명전계로 된 고리형의 화소전계를

형성한 구성한 것이 알려져 있다.

이런 구조의 액정표시장치는, 횡 전계가 화소전극과 대향전극과의 사이에 발생하고 여전히 광시야각특성에 우<7>

수한 것과 동시에, 개구률이 대폭 향상하게 된다.

게다가 이 기술은 예를 들어 SID(Society For Information Display)99 DIGEST : P202~P205, 아니면 일본국 특<8>

개평11-202356호 공보에 기재되고있다.

발명의 상세한 설명

상기에서 말했던 것처럼 횡 전계방식에 액정구동방식을 액정표시장치에 채용하는 것에서, 그 시야각특성 및 개<9>

구률을 각단에 향상시킬 것을 가능하게 되지만, 새로운 대책할 여러가지 기술적인 문제점도 나타났다.

예를 들면, 상기의 구조를 소유하는 액정표시장치의 화소에 액정장치의 비틀어진 방향이 서로 반대가 되는 영<10>

역을 만들어서 표시영역을 좌우에서 각각 본 경우에 생긴 착색차이를 상살시킨 소위 멀티도메인 방식을 채용하

는 것을 해볼 때, 표시품질의 관점에서, 여러가지 개량을 할 필요성이 발견되었다.

본 발명은, 이런 사정에 의거해서 한 것으로, 그 목적은, 상기의 소위 횡전계방식의  액정표시장치에 있어서의<11>

표시동작성능(액정분자의 구동성능)을 향상시켜, 또 그 표시품질을 높이는 것에 있다.

본원에 있어서의 개시되는 신규 액정표시장치 가운데, 대표적인 것에 개요를 간단하게 설명하면, 이하와 같다.<12>

그 하나의 예는, 액정을 개재시켜서 서로 대향배치한 투명기판 가운데 한쪽의 투명기판의 액정측의<13>

화소영역에, 절연막을 개재시켜서 배치할 화소전극과 대향전극이 형성되고, 이런 각 전극과의 사이에는 투명기

판에 평행한 성분을 가지는 전계를 발생시킨 것과 동시에, 상기 화소전극과 대향전극 가운데 한 쪽 전극은, 다

른 쪽의 전극의 주변부로서 적어도 다른 쪽의 전극과 중복하지 않는 영역에 형성한 투명전극으로 구성되고, 상

기 절연막은 다층구조(적어도 2층의 절연막을 적층시킨 구조)로 되어 있는 것을 특징으로 하는 것이다.

이와같이 구조한 액정표시장치는, 절연막을 개재하고 배치하는 화소전극과 대향전극은, 그 중복되는 부분에 있<14>

어서 용량소자가 형성되지만, 그 중복면적이 크게 되면 필요이상의 수치가 되버린다.

그 때문에, 화소전극과 대향전극과의 사이의 절연막을 다층구조로 하는 것을 위해, 상기 용량소자의 용량치를<15>

소망하는 수치로 저감시킬 수 있다.

또, 다른 하나의 예는 액정을 개재시켜서 서로 대향배치하는 투명기판중에 한 쪽의 투명기판의 액정측에 장방<16>

형의 화소영역에, 절연막을 개재기켜서 배치할 화소전극과 대향전극이 형성되고, 이런 각 전극과의 사이에는

투명기판에 평행한 성분을 포함한 전계를 발생시킴과 동시에, 상기 대향전극은, 화소전극의 주변부로서 적어도

상기 화소전극과 중복되지 않는 영역에 형성한 투명전극으로 구성되고, 상기 화소 전극은, 그 연재방향과 직교

하는 제1의 전극과, 화소영역 주변의 적어도 일부에 직선적으로 연재하는 제2의 전극으로 구성되어 있는것을

특징으로 한다.

이와 같이, 구성된 액정장치는, 화소전극을, 상기 제1의 전극과 다른, 화소영역 주변의 적어도 일부에, 즉,<17>

제1의 전극이 굴곡부를 가지고 있기 때문에 횡전계는 발생하기 어려운 부분(데드 스페이스)에, 직선적으로 연

재한 제 2의 전극을 새롭게 설치하는 것에 의해, 이 제2의 전극과 대향전극과의 사이에도 횡전계가 발생하게

된다.

이 때문에, 상기 데드 스페이스의 발생을 억제할 수 있고, 실질적인 화소영역의 확장을 시도할 수 있게 된다.<18>

본 발명에 관한 상기 및 그외의 목적, 특징, 및 효과는 본발명을 실시하는 형태의 기재에 부여한 도면을 관련<19>

시키는 것에 의해 더 명확하게 후기술 될 것이다. 

실 시 예

이하, 실시예에 의해 본발명에 의한 액정표시장치를 보다 상세하게 설명한다.<78>
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[실시예 1]<79>

<<화소의 구성>><80>

도 1은 본발명에 의한 액정표시장치(판넬)의 화소영역에 있어서의 구성도이고, 액정을 개재시켜 서로 대향배치<81>

하는 각 투명기판중에 한 쪽의 투명기판의 액정측에서 본 평면도이다.

도 1의 2-2선에 있어서의 단면도를 도 2에, 3-3선에 있어서의 단면도를 도 3에, 4-4선에 있어서의 단면도를 도4<82>

에 표시하고 있다.

먼저, 도 1에 있어서, 도중 x방향에 연재시겨 y방향에 배치시키는 게이트 신호선(GL)이 예를 들면 크롬(Cr)으로<83>

형성되어있다. 이 게이트 신호선(GL)은 후기술할 드레인 신호선(DL)과 장방형의 영역을 형성하고, 그 영역은 화

소영역을 구성하고 있다.

그리고, 이 화소영역은, 후기술할 화소전극(PX)과의 사이로 전계를 발생시키는 대향전극(CT)가 형성하고, 이 대<84>

향전극(CT)은 상기 화소영역 주변을 뺀 전역에 형성하고, 투명도전체인 예를 들면 IT01(Indium-Tin-Oxide)에서

형성되고 있다.

이 대향전극(CT)은, 그 주변의 전역을 테두리를 둘러싸게 하여 상기 대향전극(CT)과 접속한<85>

대향전압신호선(CL)이 형성하고, 이 대향전압신호선(CL)은 도안의 좌우화소영역(게이트 신호선(GL)에 따라 배

치되는 각 화소영역)에 있어서의 대향전극(CT)에 동일하게 형성한 대향전압신호선(CL)과 일체적으로 형성되어

있다.

이 경우에는 있어서의 화소영역의 대향전압신호선(CL)끼리의 접속은, 화소영역의 상부 및 하부 각자으로 이루어<86>

져 있다.  대향전압신호선(CL)과 후기술된 드레인 신호선(DL)과의 중복된 부분을 최소한 작게 해서, 그 사이에

발생하는 용량을 작게 하는 취지이다.

이 대향전압신호선(CL)은 예를 들면 크롬(Cr)에서 되는 불투명의 재료로 형성되어있다. 이와같이 한 경우는,<87>

후기술된 드레인 신호선(DL)과 이것에 근접한 대향전극(CT)의 주변부과의 사이에 노이즈로 작용되는 전계가 발

생되고, 상기에 의해 액정의 광투과율이 원하는바와 같이 구할 수 없어도, 그 부분은 상기 대향전압신호선(C

L)로 인하여 차광되기 때문에, 표시품질에 면에서의 부적절함을 해소하게 된다.

이것은, 게이트 신호선(GL)과 이것에 접근된 대향전극(CT)의 주변부와의 사이에 발생하는 전계(노이즈)에 대한<88>

부적절함을 해소 할 수있다는 것을 의미한다.

또, 상기 기술한 것처럼, 대향전압신호선(CL)의 재료를 게이트 신호선(GL)과 동일의 재료로 하는 것에서, 그것<89>

을 동일의 공정으로 형성할 수있고 제조공정 수의 증대를 회피할 수있다.

여기서, 상기 대향전압신호선(CL)은, Cr에 한정되지 않고, 예를 들면 A1, 아니면 A1을 포함한 재료로 형성하여<90>

도 가능하다.

그러나,  이  경우에는,  이  대향전압신호선(CL)은 대향전극(CT)에  대해  상층에  위치하는  것이  효과적이다.<91>

어쩌면, 대향전극(CT)를 형성할 ITO막의 선택 에칭액(예를 들면 HBr)은 손쉽게 A1를 용해해버리기 때문이다.

또한, 대향전압신호선(CL)의 대향전극(CT)과의 적어도 접속면에는 Ti, Cr, Mo, Ta, W등의 고융점금속을 개재하<92>

는 것이 효과적이다. 혹은, 대향전극(CT)을 형성하는 ITO는 대향전압신호선(CL)중의 A1을 산화시키고 고저항층

을 생성시켜버리기 때문이다.

이 때문에, 하나의 실시예로서, A1, 혹은 A1을 포함한 재료부터 된 대향전압신호선(CL)을 형성할 경우, 상기 고<93>

융점금속을 단일층으로 하는 다층구조로 하는 것이 좋다.

그리서, 이와같이 대향전극(CT), 대향전압신호선(CL), 및 게이트 신호선(GL)이 형성된 투명기판의 상면에는, 그<94>

들도 피복되어 예를들면 SiN으로 이루어지는 절연막(GI)가 형성되어 있다.

이 절연막(GI)은, 후기술의 드레인신호(DL)에 대해서는 대향전압신호선(CL) 및 게이트 신호선(GL)의 층간절연<95>

막으로서의 기능을,후기술의 박막 트랜지스터(TFT)의 형성영역에 있어서는 그 게이트 절연막으로서의 기능을,

후기술의 용량소자(Cstg)의 형성영역에 있어서는 그 유전체막으로서의 기능을 소유하게 되어있다.

그리고, 게이트 신호선(GL)의 일부(도중 좌하)에 중복되어 박막트랜지스터(TFT)가 형성하고, 그 부분의 상기<96>

절연막(GI)상에는 혹은 a-Si로 이루어지는 반도체층(AS)을 형성하고 있다.
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이 반도체층(AS)의 상면의 소스전극(SD1) 및 드레인 전극(SD2)이 형성되어 있는 것에 의해, 게이트 신호선(GL)<97>

의 일부를 게이트 전극으로 하는 역 스터거 구조의 MIS형 트랜지스터가 형성하게 된다. 그리고, 이 소스 전극

(SD1) 및 드레인 전극(SD2)은 드레인 신호선(DL)과 동시에 형성하게 되고 있다.

즉, 도 1중 y방향에 연재되고 x방향에 배치시킨 드레인 신호선(DL)이 형성되고, 이 드레인 신호선(DL)의 일부가<98>

상기 반도체층(AS)의 표면까지 연재된 것에 의해 박막 트랜지스터(TFT)의 드레인 전극(SD2)을 형성하게 되어있

다.

또, 상기 드레인 신호선(DL)의 형성할 때 소스 전극(SD1)이 형성되고, 이 소스 전극(SD1)은 화소영역내까지 연<99>

재되고 후기술의 화소전극(PX)과의 접속을 시도하는 콘택트부까지 일체적으로 형성하게 되고 있다.

역시, 도 3에 표시하는 것처럼, 반도체층(AS)의 상기 소스전극(SD1) 및 드레인 전극(SD2)과의 경계면에는 예를<100>

들면 n형 불순물이 도핑된 콘택트층(d0)가 형성된다.

이 콘택트층(d0)은, 반도체층(AS)의 표면의 전역에 n형 불순물 도핑층을 형성해, 더욱 소스전극(SD1) 및 드레인<101>

전극(SD2)의 형성후에 있어서, 상기 각 전극을 마스크로서 이런 각 전극으로부터 노출한 반도체층(AS)의 표면에

n형 불순물 도핑층을 에칭하는 것에 의해 형성하게 되어있다.

역시, 이 실시예에는, 반도체층(AS)은 박막트랜지스터(TFT)의 형성영역만 아니고, 드레인 신호선(DL)에 대한 게<102>

이트 신호선(GL), 대향전압신호선(CL)과의 교차부에도 형성되어있다. 층간절연막으로의 기능을 강화시키기 위해

때문이다.

그리고, 이와 같이 박막트랜지스터(TFT)가 형성된 투명기판의 표면에는, 상기 박막트랜지스터(TFT)까지 피복하<103>

여 예를 들면 SiN으로 이루어지는 보호막(PSV)이 형성되어있다. 박막트랜지스터(TFT)의 액정(LC)과의 직접적인

접촉를 피하기 위해서이다.

더욱, 이 보호막(PSV)의 상면에는 화소전극(PX)이 예를 들면 ITO2(Indium-Tin-Oxide)에서 되는 투명한 도전막에<104>

의해 형성되고 있다. 

화소전극(PX)은, 상기 대향전극(CT)의 형성영역에 중복되고, 이 실시예에는 5개 형성되고, 각각 도중 y방향에<105>

연재하고 같은 간격에 형성되어 있으며, 그 양단은 각각 x방향에 연재하는 동일 재료층으로 상호 접속하게 되어

있다.

덧붙어서, 이 실시예에서는, 서로 이웃하는 화소전극(PX)간의 간격(L)은 예를 들면 1~ 15㎛, 폭(w)은 예를 들<106>

면 1~10㎛의 범위로 설정하게 되어있다.

이런 경우,각 화소전극(PX)의 하단의 동일재료층은 상기 보호막(PSV)에 형성된 콘택트구멍을 통해서 상기 박막<107>

트랜지스터(TFT)의 소스전극(SD1)의 콘택트부와 접속하게 되어 있고, 또, 상단의 동일재료층은 상기 대향전압신

호선(CL)과 중복해서 형성되어있다.

이와같이 형성된 경우, 대향전극(CT)과 각 화소전극(PX)과의 중복부에는 절연막(GI)과 보호막(PSV)과의 적층막<108>

을 유전체막으로 하는 용량소자(Cstg)가 형성하게 되어있다.

이 용량소자(Cstg)는,박막트랜지스터(TFT)를 개재시키고, 드레인 신호선(DL)에서의 영상신호가 화소전극(PX)에<109>

인가한 후에, 상기 박막트랜지스터(TFT)가 오프가 되어도 상기 영상신호가 화소전극(PX)에 비교적 오랫동안 축

적되는 등을 위해 설치된 것이다.

여기서, 이 용량소자(Cstg)의 용량은, 대향전극(CT)과 각 화소전극(PX)과의 중복면적에 비례하고, 그 면적이 비<110>

교적 크게 되어 버려 필요이상의 수치에 설정되는 우려가 있지만, 그 유전체막은 절연막(GI)과 보호막(PSV)과의

적층구조로 되어 있기 때문에 결과적으로는 그 우려는 없는 구성으로 되어있다.

즉, 절연막(GI)은 박막트랜지스터(TFT)의 게이트 절연막으로 기능되어 있기때문에, 그 막두께를 크게 할 수는<111>

없지만, 보호막(PSV)에 관해서는 그와 같은 제약이 없기 때문에, 상기 보호막(PSV)를 상기 절연막(GI)과 같이

소정의 막두께(보호막(PSV)만의 막두께는 예를 들면 100㎚~4㎛)에 하는 것으로서 상기 용량소자(Cstg)의 용량

을 소정의 수치에 감소할 수 있다.

역시, 상기 보호막(PSV)으로서는, SiN에 한정되지 않고, 예를 들면 합성수지에 의해  형성되어 있어도 좋다는<112>

것은 말할 것도 없다.

이런 경우, 도포에 의해 형성되는 것으로, 그 막두께를 크게 형성할 경우에 있어도 제조가 용이하다는 효과를<113>
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낸다.

그리고, 이와 같이 화소전극(PX) 및 대향전극(CT)이 형성된 투명기판의 표면에는 상기 화소전극(PX) 및 대향전<114>

극(CT)까지도 피복하여 배향막(ORI1)이 형성되고 있다. 이 배향막(ORI1)은 액정(LC)과 직접 접촉하는 막으로 상

기 액정(LC)의 초기배향방향을 결정하고 있다..

역시, 상기 기술한 실시예에서는, 화소전극(PX)을 투명한 전극으로서 구성한 것이지만, 반드시 투명이 아니라,<115>

예를 들면 Cr과 같은 불투명한 금속재료도 좋다. 이것으로서 개구률이 약간 저하하지만, 액정(LC)의 구동에는

전혀 지장이 없기 때문이다.

상기 실시예에 있어서, 게이트 신호선(GL), 대향전압신호선(CL), 드레인 신호선(DL)에 대해서는 크롬(Cr)을 가<116>

지고 설명했지만, 다른 고융점금속, Mo, W, Ti, Ta, 혹은 이런 2가지 이상의 적층막을 이용해도 용이한 것은 물

론이다.

또한, 투명도전막에 대해서도 ITO를 이용해서 설명했지만, IZO(Indium-Zinc-Oxide)에도 같은 효과가 얻을 수 있<117>

는 것은 물론이다.

<<필터 기판>><118>

이와 같이, 형성된 투명기판은 TFT기판이라고 호칭되고, 이 TFT기판과 액정(LC)를  개재하여 대향배치된 투명기<119>

판은 필터기판이라고 칭한다.

필터기판은, 도 2에 표시하는 것처럼, 그 액정측에, 먼저, 각 화소영역을 구획하하도록 하여 블랙 메트릭스(B<120>

M)가 형성되고, 상기 블랙매트릭스(BM)의 실질적인 화소영역을 결정하는 개구부에는 그것을 피복하여 필터(FI

L)가 형성하게 되어있다.

그리고, 블랙 메트릭스(BM) 및 필터(FIL)를 받고 예를 들면 수지막으로 이루어지는 오버코트막(OC)이 형성되고,<121>

이 오버코트막에 상면에는 배향막(ORI2)이 형성된다.

<<액정표시판넬의 전체구성>><122>

도 5는, 메트릭스형으로 배치된 각 화소영역에 집합에 의해 구성되는 표시영역(AR)을 표시하는 액정표시판넬의<123>

전체구성도이다.

투명기판(SUB2)은, 투명기판(SUB1)에 대해 약간 작게 형성하고, 그 도중 우측변 및 하측변은 투명기판(SUB1)에<124>

대응하는 변과 각각 대략 면이 하나를 이루도록 배치하게 되어있다.

이것으로서, 투명기판(SUB1)의 도중 좌측변 및 상측변은 투명기판(SUB2)에 의해 피복되지 않는 영역이 형성되<125>

고, 이 영역에 있어서, 각각, 각 게이트 신호선(GL)에 주사신호를 공급하기 위해 게이트 신호단자(Tg), 각 드

레인 신호선(DL)에 영상신호를 공급하기 의한 드레인 신호단자(Td)가 형성하게 되어있다.

투명기판(SUB2)의 투명기판(SUB1)에 대한 고정은, 상기 투명기판(SUB2)의 주변에 형성된 씰재(SL)에 의해 이루<126>

어지고, 이 씰재(SL)는 각 투명기판(SUB1, SUB2) 사이에 액정(LC)을 봉입하기 위한 봉입재로서 기능도 가지고

있다.

도 6은, 각 투명기판 SUB1, SUB2 사이에 개재되는 액정(LC)는 씰재(SL)에 의해 봉입하고 있는 것을 표시하고 있<127>

다.

역시,이 씰재(SL)의 일부(도5의 중우측)에는 액정봉입구(INJ)가 있고, 이 액정봉입구(INJ)는, 여기서 액정을 봉<128>

입한 후에는, 미도시의 액정봉합제에 의해 봉합하게 되어있다.

<<게이트 신호단자>><129>

도 7은,  각 게이트 신호선(GL)에 주사신호를 공급하기 위한 게이트 신호단자(GTM)를 표시한 구성도이고, 도<130>

7(A)은 평면도, 도 7(B)은 B-B선에 있어서의 단면도이다.

우선, 투명기판(SUB1)상에 예를 들면 ITO막(ITO1)에서된 게이트 신호단자(GTM)가 형성되어있다. 이 게이트 신호<131>

단자(GTM)는 대향전극(CT)과 동시에 형성하게 되어있다.

게이트 신호단자(GTM)의 재료로서 ITO막(ITO1)을 사용한 것은 전식의 발생을 곤란하게 하기 위함이다.<132>

그리고, 이 게이트 신호단자(GTM)에는, 이 게이트 신호선(GL)측의 단부에 있어서 게이트 신호선(GL)이 피복되도<133>

- 10 -

등록특허 10-0798761



록 하여 형성되고 있다.

또한, 이런 게이트 신호단자(GTM) 및 게이트 신호선(GL)를 피복하여 절연막(GI) 및 보호막(PSV)이 순차 적층하<134>

고, 이런 보호막(PSV) 및 절연막(GI)에 설치한 개구에 위해, 게이트 신호단자(GTM)의 일부가 노출되도록 이루고

있다.

또한, 상기 절연막(GI) 및 보호막(PSV)은, 표시영역(AR)에 있어서 그것들의 연재부분으로서 형성되는 것이다.<135>

<<드레인 신호단자>><136>

도 8은, 드레인 신호선(DL)에 영상신호를 공급하기 위한 드레인 신호단자(DTM)을 표시한 구성도이고, 도 8(A)<137>

은 평면도, 도 8(B)은 동도(A)의 B-B선에 있어서의 단면도이다.

우선, 투명기판(SUB1)상에 형성하는 드레인 신호단자(DTM)는, 전식에 대해서 신뢰성이 있는 ITO막(ITO1)에서 구<138>

성되고, 이 ITO막(ITO1)은 대향전극(CT)과 동시에 형성하게 되어있다.

그리고, 이 드레인 신호단자(DTM)는, 절연막(GI)상에 형성되는 드레인 신호선(DL)과 접속되지만, 상기 절연막<139>

(GI)에 콘택트구멍을 형성하고 접속하는 경우에는 이하와 같은 부적절함이 발생한다.

즉, ITO막상에 형성한 SiN부터 이루어지는 절연막(GI)은, 상기 ITO막과 접촉하는 부분에 있어서 백색번짐이 생<140>

기고, 그 부분에 콘택트구멍을 형성한 경우에 상기 구멍은 역 테이퍼형으로 형성하고, 드레인 신호선(DL)의 접

속에 불량이 생기는 가능성을 남게 된다.

이 때문에, 동도에 표시하는 것처럼, 드레인 신호단자(DTM)의 단부에 중복하고 예를 들면 Cr부터 되는 금속층<141>

(gl)을 형성하고, 이 금속층(gl)상의 절연막(GI)에 콘택트구멍을 형성하게 하고 있다.

그리고, 이 콘택트구멍의 형성은, 상기 절연막(GI) 위에 보호막(PSV)을 형성한 후에 하는 것이 제조공정수를 저<142>

감을 도모하고 있기 때문에, 상기 보호막(PSV)에 형성된 콘택트구멍을 통해서, 화소전극(PX)과 동시에 형성되는

ITO막(ITO2)에 의해 드레인 신호선(DL)과 상기 금속층(gl)과의 접속을 하고 있다.

여기서, 상기 금속층(gl)은 Cr를 사용한 경우를 표시하는 것이지만,<143>

A1 혹은 A1을 표함한 재료라도 좋다. 이런 경우, 상기 기술한 것처럼 ITO막과의 접촉면에 있어서 산화가 쉽기<144>

때문에, 예를 들면 상기 금속층(gl)을 Ti/A1/Ti 와 같이 상하면의 각각에 고융점 금속층을 설치한 삼층구조로

하는 것이 양호한 접속을 시도할 수 있게 된다.

<<대향전압신호단자>><145>

도 9는, 대향전압신호선(CL)에 대향전압신호를 공급하기 위한 대향전압신호단자(CTM)를 표시한 구성도이고, 도<146>

9(A)는 평면도, 도 9(B)는 동도(A)의 B-B선에 있어서의 단면도이다.

투명기판(SUB1)상에 형성되는 대향전압신호단자(CTM)도, 전식에 대해 신뢰성이 있는 ITO막(ITO1)으로 구성되고,<147>

이 ITO막(ITO1)은 대향전극(CT)과 동시에 형성되고 있다.

그리고, 이 대향전압신호단자(CTM)에는, 그 대향전압신호선(CL)측의 단부에 있어서의 상기 대향전압신호선(CL)<148>

이 피복하도록 하여 형성되어 있다.

또한, 이런 신호선을 피복하여, 표시영역(AR)에 있어서의 그런 연재부분으로서 형성하는 절연막(GI) 및 보호막<149>

(PSV)이 순차적층하고, 이런 보호막(PSV) 및 절연막(GI)에 설치한 개구에 위해, 대향전압신호단자(CTM)의 일부

분이 노출하게 되어있다.

<<등가회로>><150>

도 10은, 액정표시판넬의 등가회로를 상기 액정표시판넬의 외부에 붙인 회로와 동시의 표시한 도이다.<151>

도 10중, x방향에 연재하고 y방향에 배치시킨 각 게이트 신호선(GL)에는 수직주사회로(V)에 의해 순차 주사신호<152>

(전압신호)가 공급하게 되어있다.

주사신호가 공급한 게이트신호선(GL)에 따라 배치시킨 각 화소영역의 박막트랜지스터(TFT)는 상기 주사신호에<153>

위해 온(ON)하게 되어있다.

그리고, 이 타이밍에 맞쳐서 영상신호구동회로(H)에서 각 드레인 신호선(DL)에 영상신호가 공급하게 되어 있고,<154>

이 영상신호는 각 화소영역의 상기 박막트랜지스터를 개재하고 화소전극(PX)에 인가하게 되어있다.
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각 화소영역에 있어서, 화소전극(PX)과 같이 형성하고 있는 대향전극(CT)에는 대향전압신호선(CL)을 개재하고<155>

대향전압이 인가하고 있고, 그 사이에 전계를 발생시키게 되어있다.

그리고, 이 전계중에 투명기판(SUB1)과 평향한 성분을 소유한 전계(횡전계)에 위해 액정(LC)의 광투과율을 제어<156>

하게 되어있다.

역시, 동도에 있어서 각 화소영역에 표시한 R, G, B의 각 부호는, 각 화소영역에 각각 적색용 필터, 녹색용 필<157>

터, 청색용 필터가 형성되고 있는 것을 표시하고 있다.

<<화소표시의 타이밍 챠트>><158>

도 11은, 액정표시판넬에 공급하는 각 신호의 타이밍 챠트를 표시하는 것이고, 도중, VG는 게이트 신호선(GL)에<159>

공급하는 주사신호를, VD는 드레인 신호선(DL)에 공급하는 영상신호를, 또, VC는 대향전압신호선(CT)에 공급하

는 대향전압신호를 표시하고 있다.

대향전압신호(VC)의 전위를 일정하게 한 일반적인 라인반전(도트반전)을 표시한 구동파형도이다.<160>

<<액정표시 판넬모듈>><161>

도 12는, 도 5에 표시한 액정표시판넬의 외부에 붙이는 회로를 실장한 모듈구조를 표시한 평면도이다.<162>

동도에 있어서, 액정표시판넬(PNL)의 주변에는, 수직주사회로(V), 영상신호구동회로(H), 및 전원회로기판(PCB<163>

2)이 접속되고 있다.

수직주사회로(V)는, 복수의 필름캐리어방식으로 형성한 구동IC칩에서 구성되고, 그 출력펌프는 액정표시판넬의<164>

게이트신호단자(GTM)에 접속하고, 입력펌프플렉시블 기판상 단자에 접속되어 있다.

영상신호구동회로(H)도, 똑같이, 복수의 필름캐리어 방식으로 형성된 구동IC칩에서 구성되어, 그 출력펌프는 액<165>

정표시판넬의 드레인 신호단자(DTM)에 접속되고, 입력펌프는 플렉시블 기판상의 단자에 접속되고 있다.

전원회로기판(PCB2)은 플랫케이블(FC)을 개재하고 영상신호구동회로(H)에 접속하고, 그 영상신호구동회로(H)는<166>

플랫케이블(FC)을 개재하고 수직주사회로(V)에 접속되고 있다. 

또한, 본 발명에는, 여기에만 한정되어 있는 것이 아니라, 각 회로를 구성하는 반도체칩을 투명기판(SUB1)에 직<167>

접탑재하고, 그 입출력 펌프의 각각을 상기 투명기판(SUB1)에 형성한 단자 (아니면 배선층) 에 접속시키는 이른

바 COG (Chip On Glass) 방식에도 적용할 수 있는 것은 말할 것도 없다.

<<제조방식>><168>

도 13 및 도 14는, 상기 기술한 TFT기판의 제조방식에 하나의 실시예를 표시한 공정도이다.<169>

이 제조는 (A)에서 (F)까지의 포토공정을 거쳐서 완성되고, 도 13 및 도 14의 부분에 있어서, 도중 좌측은 화소<170>

영역을, 도중우측은 드레인 신호단자 형성영역을 표시하고 있다.

이하, 공정순으로 설명한다.<171>

공정 (A)<172>

투명기판 (SUB1)를 준비하고, 그 표면 전역에 예를 들면 스퍼터링에 의해 ITO 막을 형성한다. 그리고, 포토리소<173>

그라피 기술을 사용해서 상기 ITO 막을 선택 에칭해서, 화소영역에는 대향전극(CT)를 , 또 드레인 신호단자 형

성영역에는 드레인 신호단자(DTM)을 형성한다.    

공정 (B)<174>

투명기판(SUB1)의 표면의 전역에 Cr막을 형성한다. 그리고, 포토리소그라피 기술을 사용해서 상기 투명기판<175>

(SUB1) Cr막을 선택 에칭해서, 화소영역에는 게이트신호선(GL) 및 대향전압신호선(CL)을, 또 드레인 신호단자

형성영역에는 중간접속체가 되는 도전층(g1)을 형성한다.

공정 (C)<176>

투명기판(SUB1)의 표면 전역에 예를 들면 CVD법에 의해 SiN막을 형성해서 절연막(GI)를 형성한다.<177>

게다가, 이 절연막(GI)의 표면의 전역에 예를 들면 CVD법에 의해 a-Si층, n형 불순물이 도핑된 a-Si층을 순차<178>

형성한다.
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그리고, 포토리소그라피 기술을 사용해서 상기 a-Si층을 선택 에칭해서 화소영역에 박막 트랜지스터 TFT의 반도<179>

체층 (AS)를 형성한다.

공정 (D)<180>

투명기판(SUB1)의 표면의 전역에, 예를 들면 스퍼터링법에 의해 Cr막을 형성해서, 포토리소그라피 기술을 사용<181>

해서 상기 Cr막을 선택 에칭해서,화소영역에 드레인신호선(DL), 박막트랜지스터 TFT의 소스전극(SD1) 및 드레인

전극(SD2)을, 또 드레인 신호단자 형성영역에 상기 드레인신호선(DL)의 연재부를 형성한다.

공정 (E)<182>

투명기판(SUB1)의 표면의 전역에, 예를 들면 CVD법에 의해 SiN막을 형성해서 보호막(PSV)을 형성한다. 그리고,<183>

포토리소그라피 기술을 사용해서 상기 보호막(PSV)을 선택에칭해서, 화소영역에 박막트랜지스터 TFT의 드레인전

극(SD2)의 일부를 노정시키는 콘택트구멍을 형성하는 것과 같이, 드레인 신호단자 형성영역에는 상기 보호막

(PSV)의 하층의 절연막(GI)까지 관통시켜서 상기 도전층(g1)의 일부를 노정시키는 콘택트구멍을 형성한다.

공정 (F)<184>

투명기판(SUB1)의 표면의 전역에 예를 들면 스퍼터링법에 의해 ITO막(ITO2)을 형성한다. 그리고, 포토리소그라<185>

피 기술을 사용해서 상기 ITO막을 선택에칭해서, 화소영역에 상기 콘택트구멍을 통해서 PX를 형성하는 것과 같

이, 드레인 신호단자형성영역에는 드레인신호선(DL)과 상기 도전층(g1)과에 접속을 시도하는 접속체층을 형성한

다.

상기 제조방법에 있어서, 공정(A)과 공정(B)에는 역전할 수 있다. 즉, 게이트 신호선(GL)상에 대향전극(CT)을<186>

상부에서 접속시키는 구성이 된다. 이 경우, 게이트 신호선(GL)의 단면형상은 완만한 테이퍼가공이 필요하게 된

다.

한편, 본 방식에서는, 대향전극(CT)이 게이트 신호선(GL)이나 대향전압신호선(CL)보다 하부에 있어서, 게이트<187>

신호선(GL)의 단면형상에도 불구하고 양호한 접속이 가질 수 있게 된다.

한편, 본 실시예에서는, 게이트 절연막(GI)으로서 SiN막을 사용했지만, ITO상에 백색번짐을 확실히 회피하기 위<188>

해 적어도 ITO와 접촉되는 게이트 절연막(GI)을 SiO₂이나 SiON 등의 산소를 표함한 절연막을 사용해서도 좋다.

[실시예 2]<189>

<<화소의 구성>><190>

도 15는, 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 표시하는 평면도이고, 동도의 16-16선에 있어서의 단면<191>

도, 17-17선에 있어서의 단면도, 18-18선에 있어서의 단면도를, 각각 16도, 도 17, 도 18에 표시하고 있다. 

실시예 1에 표시한 도 1과 대응하고 있고, 그것과 동부호에 것은 동일의 재료를 표시하고 있다.<192>

실시예 1과 다른 구성은, 먼저, 투명전극으로 이루어지는 대향전극(CT)이 절연막(GI)상에 형성하고, 드레인 신<193>

호선(GL)과 동일층을 이루고 있다.

이것은, 대향전극(CT)은 게이트 신호선(GL)과 다른층으로서 형성되고 있다는 것을 의미한다.<194>

그리고, 상기 대향전극(CT)의 드레인 신호선(DL)과 근접하는 주변부에 설치되는 도전막(FGT)은, 게이트 신호선<195>

(GL)과 동층에 설치되어 있고, 상기 대향전극(CT)이란 전기적으로 접속되어 있지 않는 상태로 형성되고 있다.

이 때문에, 도전막(FGT)은, 실시예 1과 같이, 대향전압신호선(CL)의 일부로서 기능하지 않고, 오로지 드레인 신<196>

호선(DL)과 대향전극(CT)과의 사이에 노이즈로서 발생하는 전계에 의한 액정의 광누수등을 차광하는 차광재로서

기능하게 되고 있다.

이와 같이,구성한 경우, 드레인 신호선(DL)과 대향전극(CT)과에 관격을 좁힐 수 있고 개구률을 향상시킬 수 있<197>

는 효과를 소유한다.

그러나, 상기 도전막(FGT)은 이와같이 형성하지 않고, 대향전극(CT)과 동층에 형성하고, 상기 대향전극(CT)의<198>

드레인 신호선(DL)과 근접하는 주변부의 일부 접속시켜서 형성해도 좋다는 것은 말할 것도 없다.

그리고, 각 화소영역중에 드레인 신호선(DL)에 따라(게이트 신호선(GL)에 직교하는 방향에)배치되는 각 화소영<199>

역에 대향전극(CT)은, 서로 접속해서 구성되고 있다.
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즉, 각 화소영역에 대향전극(CT)는, 게이트 신호선(GL)이 형성되고 있는 영역을 넘고 서로 일체적으로 형성되고<200>

있다.

말을 바꾸면, 드레인 신호선(DL)에 따라 배치되는 각 화소영역의 대향전극(CT)은 상기 드레인 신호선(DL)에 따<201>

라 고리형으로 형성하고, 이런 고리형의 각 대향전극(CT)은 드레인 신호선(DL)의 형성영역에 의해 분단되고 있

다.

이 대향전극(CT)은 게이트 신호선(GL)과 다른 층으로 형성되고 있어서, 이 게이트 신호선(GL)에 접속하지 않고<202>

형성할 수 있다.

이와 같이, 고리형에 형성된 대향전극(CT)은 화소영역에 집합체로서 형성되는 표시영역의 외측부터 대향전압신<203>

호가 공급되도록 하면, 실시예 1에 표시하는 것과 같은 대향전압 신호선(CL)을 특별히 형성하지 않아도 되는 효

과를 낸다.

이 때문에, 화소전극(PX), 게이트 신호선(GL)에 의해 근접시키거나 혹은 더욱더 상기 게이트 신호선(GL)상에 중<204>

복시킨 상태까지 연재시키기 위해 (도 15참고), 상기 게이트 신호선(GL)의 근방에 있어서도 화소영역으로서의

기능을 가질 수 있게 된다.

이것은, 게이트 신호선(GL)의 근방에 있어서, 상기 게이트 신호선(GL) 그 자체에 블랙메트릭스로서의 기능만을<205>

가지면 충분하게 되어(다시 말해서, 게이트 신호선(GL)과 그 근방을 피복하는 블랙메트릭스를 필요로 하지 않는

다), 개구율의 대폭적인 향상이 이루어지는 효과를 낸다.

더욱이, 상술한 실시예에는, 각 화소영역중에 드레인 신호선(DL)에 따라 배치되는 각 화소영역의 대향전극(CT)<206>

를 공통으로 구성하는 것이다.  그러나, 게이트 신호선(GL)에 따라 배치되는 각 화소영역의 대향전극(CT)을 공

통으로 구성해도 좋다는 것은 말할 것도 없다.

이런 경우, 대향전극(CT)은 드레인선(DL)과 다른 층으로 구성되어 있는 것이 필요하고, 예를 들면 실시예1의 구<207>

성에 있어서 적용할 수 있다.

<<제조 방법>><208>

도 19 및 도 20은 상술한 실시예로 표시한 액정표시장치의 제조방법에 하나의 실시예를 표시한 공정도이고, 도<209>

13 및 도 14와 대응한 도로 되어있다.

실시예1에 경우와 비교해서, 대향전극(CT)가 절연막(GI)의 상면에 형성되어, 이 대향전극(CT)상에 보호막(PSV)<210>

를 개재해서 화소전극(PX)이 형성되고 있는 구성의 차이에 대응시켜 제조공정의 차이를 가지도록 하고 있다.

[실시예 3]<211>

도 21은 본 발명에 의한 액정표시 장치의 다른 실시예를 표시하는 평면도로 도 15에 대응한 도가 되어 있다. 이<212>

도 21의 22-22선에 있어서의 단면도를 도 22에 표시되어 있다.

도 21에 있어서, 도 15과 동일한 부호는 동일한 재료를 표시하고 있다. 도 15의 구성과 다른 부분은, 먼저, 드<213>

레인 신호선(DL)에 따라 배치되는 각 화소영역내를 상기 드레인 신호선(DL)과 거의 평행으로 주행하는 대향전압

신호선(CL)이 형성되어 있는 것에 있다.

이 대향전압신호선(CL)은, 대향전극(CT)의 바로 아래 (아니면 바로 위라도 좋다)에 형성되어, 다시 말하면 상기<214>

대향전극(CT)에 접속해서 형성하고, 대향전극(CT)에 그 자체에 전기적 저항을 감소시키는 기능을 갖고 있다.

이 대향전압신호선(CL)은 예를 들면 드레인 신호선(DL)과 동시에 형성되어, 상기 드레인 신호선(DL)과 동일한<215>

재료에서 되어 있다. 이로인해서, 상기 대향전압신호선(CL)은, 대향전극(CT)을 구성하는 ITO보다 전기적 저항이

적은 도전층에서 구성되어 있다.

그리고, 이 대향전압신호선(CL)은, 화소영역을 거의 2등분해서 그 중앙을 주행하게 되고 있다. 그 양편에 존재<216>

하는 드레인 신호선(DL)과의 단락을 확실히 회피할 수있도록 형성할 수있기 때문이다.

게다가, 이 대향전압신호선(CL)은, 도중 y방향에 연재해서 형성되는 화소전극(PX)가운데 하나와 중복해서 형성<217>

되고 있다.

화소전극(PX)의 형성되고 있는 부분은 투명투과율의 저감이 피할 수 없는 부분이 되고 있어서, 이 부분에 대향<218>

전압신호선(CL)을 배치하게 되면, 화소영역의 전체에 있어서의 광투과율의 저감을 최소한에 억제하려고 하는 취
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지이다.

이 실시예에서는, 드레인 신호선(DL)의 상면에 ITO막(ITO1)이 적층되고 형성되어, 상기 드레인 신호선(DL)이 단<219>

선되어 형성할 경우라도, 상기 ITO막(ITO1)에 위해 상기 단선을 수복할 수 있는 구성으로 되어 있다.

이 ITO막(ITO1)은, 대향전극(CT)에 형성할 때 동시에 형성할 수 있어서, 제조공정수의 증대를 회피할 수 있는<220>

효과를 낸다.

[실시예 4]<221>

도 23은, 본 발면에 의한 액정표시정치의  다른 실시예를 표시하는 평면도이고, 그 24-24선에 있어서의 단면도,<222>

25-25선에 있어서의 단면도, 26-26선에 있어서의 단면도, 각각 도 24, 도 25, 도 26에 표시되고 있다.

도 23은 도 1에 대응한 도로 되고 있고, 동일의 부호는 동일 재료를 표시하고 있다.<223>

도 23에 있어서의, 도 1과 다른 구성은, 화소전극(PX)이 절연막(GI)상에 형성되어, 대향전극(CT)과는 이 절연막<224>

(GI)를 개재해서 배치되고 있다. 즉, 액정측의 화소전극(PX)은 보호막(PVS)(및 배향막ORI1)을 개재해서 배치되

고 있다.

이와 같이 한 경우, 액정(LC)중에의 전기력선이 보호막(PVS)에 위한 분압효과에 위해 증대되어, 상기 액정(LC)<225>

의 재료로서 저저항의 것을 선택할 수 있고, 결과적으로 잔상이 적은 표시를 가질 효과를 낸다.

또, 이와 같이 한 경우, 도 25에 표시한 것과 같이, 박막트랜지스터 TFT의 소스전극(SD1)과 화소전극(PX)과의<226>

접속을 직접 실행 할 수 있기 때문에, 예를 들면 보호막등에 형성된 콘택트구멍을 통해서 실행하는 번거로움을

해소할 수 있다.

[실시예 5]<227>

도  27은,  본  발명에  의한  액정표시장칭의  다른  실시예를  표시하는  평면도이고,  그  28-28선에  있어서의<228>

단면도를, 각각 도 28, 도 29, 도 30에 표시하고 있다.

도 27은 도 1에 대응한 도로 되어 있고, 동일의 부호는 동일 재료를 표시하고 있다.<229>

도 27에 있어서, 도 1과 다른 구성은,먼저,절연층을 개재해서 화소전극(PX)은 하층에 위치하고, 대향전극(CT)은<230>

상층에 위치되고 있다.

도 28에 표시하는 것과 같이, 절연막(GI)의 상면에 제1보호막(PSV1)상에 화소전극(PX)은 화소영역에 주변을 뺀<231>

대부분의 영역에 형성된 투명한 전극으로, 제 1보호막(PSV1)의 하층에 형성되는 박막트랜지스터 TFT의 소스전극

(SD2)과 콘택트구멍을 통해서 접속되고 있다.

그리고, 이와같이 형성된 화소전극(PX)까지 받고 제 2보호막(PSV2)이 형성되어, 그 제 2보호막(PSV2)의 상면에<232>

대향전극(CT)이 형성되고 있다.

이 대향전극(CT)은,상기 화소전극(PX)에 중복된 영역에 도중 y방향에 연재되어 x방향에 배치되는 복수의 배치되<233>

는 복수 고리형의 전극으로서 형성되지만, 그것에 양단부는 각 대향전극(CT)간의 영역을 제외하는 다른 전체영

역으로 상기 각 대향전극(CT)과 일체적으로 형성되는 도전층과 접속되어 형성되고 있다.

다시 말하면, 대향전극(CT)은, 적어도 표시영역을 받는 것과 같이 형성된 도전층(ITO)중에, 상기 화소전극(PX)<234>

의 중복되는 영역내의 도전층에, 도중 y방향에 연재하고 x방향에 배치되는 복수에 고리형의 개구를 형성되는 것

에 의해, 형성되고 있다.

이것은, 대향전극(CT)으로서 기능하는 도전층 이외의 다른 도전층은 대향전압신호선(CL)으로서 이용할 수 있고,<235>

이와같이 한 경우, 도전층 전체의 전기 저항을 대폭 저감할 수 있는 효과를 내게 된다.

또, 대향전극(CT)으로서 기능하는 도전층이외의 다른 도전층은, 게이트 신호선(GL) 및 드레인 신호선(DL)을 피<236>

복한 상태로 형성하게 된다.

이것은, 대향전극(CT)으로서 기능하는 도전층이욍의 다른 도전층은 종래의 블랙메트릭스층으로서의 기능을 갖게<237>

되는 것을 의미한다.

액정의 광투과율을 제어하는 투명기판과 평행한 성분을 가지는 전계(횡전계)는, 대향전극(CT)으로서 기능하는<238>

도전층과 화소전극(PX)과의 사이에 있어서 발생하고, 그 이외의 부분에서는 발생하지 않기 때문이다.
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이 때문에, 도 28에 표시한 과같이, 투명기판(SUB2)측에는 블랙메트릭스층을 형성할 필요가 없게 되어, 제조의<239>

공정수의 저감이 이루어질 수 있는 효과를 낼 수 있다.

더욱이, 이 경우, 액정으로서, 전계가 인가되지 않는 상태로 흑표시가 나온 이른바 노멀블랙 것을 사용해서, 상<240>

기 도전층의 블랙메트릭스로서의 기능을 강화할 수 있게 된다.

또, 게이트 신호선(GL) 및 드레인 신호선(DL)은, 상기 도전막과의 사이에서 용량을 발생시키는 것은 부정할 수<241>

없게 된다. 이러므로 인하여, 그 사이에 개재된 제 1보호막(PSV1) 및 제 2보호막(PSV2)가운데 예를 들면 제 2보

호막(PSV2)를 도포로 형성할 수 있는 수지막으로 구성하고, 이 수지막의 막두께를 비교적 크게 형성하는 것에

의해 상기 용량을 적게할 수 있다. 

예를 들면,  제 1보호막(PSV1)으로서, 그 비유전율이 7이고, 막두께가 100 ~ 900㎚의 SiN막을 사용한 경우, 제<242>

2보호막(PSV2)으로서, 그 비유전율이 3~4이고, 막두께가 1000~3000㎚의 유기막이 적당하게 된다.

또, 제 2보호막(PSV2)은 제 1보호막(PSV1)과 비교해서 비유전율이 1/2이하라면, 그 막두께에 관계없이, 또, 막<243>

두께가 2배이상이면, 그 비유전율에 관계없이, 실제의 제품에 지장이 없는 것이 확인되고있다..

[실시예 6]<244>

도 31은 본 발명에 있어서 액정표시장치의 다른 실시예를 표시한 평면도이고, 그 32-32선에 있어서의 단면도를<245>

도 32에 표시하고 있다.

도 31은 실시예 5과 비교해서 더욱 더 개량된 구성을 표시하는 것이고, 도 27 및 도 30과 동부호의 것은 동일<246>

재료를 표시하고 있다.

실시예 5에 경우과 다른 구성은, 먼저, 화소전극(PX)은 절연막(GI)상에 형성되어, 대향전극(CT)은 상기 화소잔<247>

극(PX)상에 형성된 제1보호막(PSV1)상에 형성되고 있다. 다시 말하면, 화소전극(PX)과 대향전극(CT)은 제1보호

막(PSV1)을 개재하고 층을 다르게 하고 있다.

한편, 화소영역을 뺀 다른 영역에는 제 2보호막(PSV2)이 형성되어 있다. 이 제 2보호막(PSV2)은, 예를 들면 적<248>

어도 표시영역의 전역에 상기 제 2보호막(PSV2)을 형성한 후에, 화소영역에 상당하는 부분을 선택에칭하는 것으

로 형성된다.

또한, 잔존된 제 2보호막(PSV2)의 표면에는 도전층이 형성되고 있다. 이 도전층은 대향전극(CT)과 일체로 형성<249>

되고, 실시예 5의 경우와 같이, 적어도 표시영역의 전역에 도전층을 형성한 후에, 화소전극(PX)에 중복된 영역

내의 도전층에, 도중 y방향에 연재하고 x방향에 배치되는 배상의 개구를 형성하기 위해 대향전극(CT)이 형성하

게 되어 있다.

이와 같이, 형성된 액정표시장치는,게이트 신호선(GL) 및 드레인 신호선(DL)과 상기 도전층과의 사이에 제 1보<250>

호막(PSV1) 및 제2보호막(PSV2)을 개재시시키는 것에 의해 그들간에 발생시키는 용량을 적게할 수 있는 것과 동

시에, 화소전극(PX)과 대향전극(CT)과의 사이에 제 1보호막(PSV1)만 개재시킨 것에 의해 그들 간의 전계를 액정

(LC)측에 강하게 발생시킬 수 있는 효과를 낸다.

<<상기 각 실시 예의 특성비교>><251>

도 35는, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 4, 실시예 5, 및 실시예 6의 각 구성의 있어서의 인가전압에 대한<252>

투과율의 특성을 나타낸 그래프를 표시하고 있다.

여기서, 실시예의 액정표시장치는, 이른바 15형XGA 규정의 것이고, 게이트 신호선(GL)의 폭을 10㎛, 드레인 신<253>

호선(DL)의 폭을 8㎛으로 한것을 대상으로 보고있다.

도 35에서는, 비교하기 의해, 상기 각 실시예 이외에, TN형의 TFT-LCD 및 IPS형의 TFT-LCD 의 특성도 표시하고<254>

있다.

도 35에서, 실시예 1에 있어서의 그 개구율이 60%, 실시예 2에 있어서는 그 개구율이 70%, 실시예 4에 있어서는<255>

그 개구율이 50%, 실시예 5 및 6에 있어서는 그 개구율이 80%가 되는 것을 확인된다.

여기서, 실시예 5 및 6에 경우는 개구율이 특히 높은 것은 종래 사용하고 있던 블랙메트릭스를 필요 없게 한 구<256>

성으로 하기 때문이다.

또, 실시예 6의 경우, 실시예5과 비교해서 구동전압을 낯게 할 수 있는 것은, 화소영역에 있어서의 제 2보호막<257>
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(PSV2)이 형성하지 않는 구성으로 되어있기 때문이다.

상기, 특성은 주로 마이너스에 유전이방성을 가진 액정재료를 사용해서 작성한 소자의 특성이다. 한편, 플러스<258>

의 유전이방성을 가진 액정재료를 사용한 경우, 각 실시예의 투과율의 최대치가 각각 0.5%저하 했지만, 반대로,

한계치(임계치) 전압이 0.5Ｖ 저하하는 효과를 냈다.

[실시예 7]<259>

도 36은, 본 발명에 있어서 액정표시장치의 다른 실시예를 표시한 평면도이고, 상술한 각 실시예를 이른바 멀티<260>

도메인 방식의 액정장치에 적용한 경우를 표시한 것이다.

여기서, 멀티도메인 방식이라는 것은 액정의 폭 방향에 발생하는 전계(횡전계)에 있어서의, 각 화소영역내에 상<261>

기 횡전계에 방향이 틀리는 영역을 형성하게 되어, 각 영역의 액정의 분자의 꼬이는 방향을 반대로 하는 것에

의해, 예를 들면 표시영역을 좌우에서 각각 볼 경우에 생기는 착색차이를 상살시키는 효과를 낸다.

도 36은, 예를 들면 도 1에 대응한 도로 되고 있고, 한쪽 방향에 연재하고, 그와 교차하는 방향에 배치시킨 고<262>

리형의 각 화소전극(PX)를, 상기 한쪽 방향에 대해서 각도θ(P형 액정으로, 배향막의 러빙 방향을 드레인 신호

선의 방향과 일치할 경우, 5~40˚가 적당)에 기울이고 연재시킨 뒤에 각도(-2θ)에 굴곡시키고 연재시킨 것을

반복해서 지그재그상태로 형성한 것이 되고 있다.

이 경우, 대향전극(CT)은 화소영역의 주변을 뺀 영역에 형성되어, 이 대향전극(CT)에 상술한 구성의 각 화소전<263>

극(PX)가 중복되게 배치만 하면, 멀티도메인 방식의 효과를 낼 수 있다.

특히, 화소전극(PX)의 굴곡부에 있어서의 대향전극(CT)과의 사이에 발생하는 전게는, 화소전극(PX)의 다른 부분<264>

에 있어서의 대향전극(CT)과의 사이에 발생하는 전계하고 전혀 다르지 않게 발생하는 것이 확인되었다. 종래는

이른바 디스크 리네이션 영역으로 칭하고, 액정의 분자에 꼬이는 방향이 랜덤이 되어 불투과부가 발생하고

있다.

이 때문에, 화소전극(PX)의 굴곡부의 근방에 있어서의 광투과율의 저하라는 불편이 생기지 않다는 효과를 낸다.<265>

더욱이, 이 실시예에서는, 화소전극(PX)은 도 36중 y방향에 연재시키고 형성한 것이지만, 도중 x방향에 연재시<266>

키게 해서, 그것에 굴곡부를 만들어서 멀티도메인 방식의 효과를 낼 수 있게 해도 좋다.

또, 이 실시예에서는, 화소전극(PX)에 굴곡부를 만들어서 멀티도메인 방식의 효과를 낼 수 있게 한것이다.<267>

그러나, 화소전극(PX)을 적어도 화소영역의 주변을 뺀 전역에 형성되고, 예를 들면 도 28에 표시한 것과 같이,<268>

대향전극(CT)을 한쪽 방향에 연재시켜 그 방향에 교차하는 방향을 배치시킨 구성중에는, 상기 대향전극에 굴곡

부를 만들어서 멀티도메인 방식의 효과를 내게 해도 좋다는 것은 말 할 것도 없다.

[실시예 8]<269>

도 37은, 본 발명에 있어서의 액정표시장치의 다른 실시예를 표시하는 평면도이고, 도 27과 대응한 도이다.<270>

더욱, 도 37중, 38-38선에 있어서의 단면도, 39-39선에 있어서의 단면도를, 각각 도 38 및 도 39에 표시하고 있<271>

다.

도 27과 동부호의 것은 동일의 재료부터 구성되고 있다. 도 27과의 구성상의 차이는, 화소전극(PX)에 있다.<272>

이 화소전극(PX)은, 대향전극(CT)과 중복되는 부분에 있어서 그 주변을 뺀 부분에 개구가 형성되어 구성되고 있<273>

다. 이 때문에, 한쪽 방향에 연재하는 대향전극(CT)의 중심축은 상기 화소전극(PX)의 개구의 중심축과 거의 같

이 되어, 상기 대향전극(CT)의 폭을 Ｗ로 한 경우, 상기 개구의 폭은 그것 보다 적은 ＬＬ로서 형성된다.

이와 같이 형성한 경우, 상기 화소전극(PX)과 대향전극(CT)과의 사이에 발생하는 전계의 분포는 도 27에 있는<274>

그것과 똑같이 발생할 수있게 되고 있다.

그리고,상기 개구를 만들 것으로, 그 만큼 화소전극(PX)과 대향전극(CT)과의 사이의 용량을 적게 할 수 있는 효<275>

과를 낸다.

상술한 것과 같이, 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간의 용량은, 화소전극(PX)의 공급되는 영상신호를 비교적 길게<276>

축적시키기 위해 어느정도는 필요하게 되지만, 필요이상으로 커지면 신호의 지연에 의한 표시의 희도의 흩어짐

이 발생하기 때문에, 상기 개구를 적당한 크기로 하면 상기 용량을 적당한 수치로 할 수 있게 된다.

- 17 -

등록특허 10-0798761



여기서, 상기 화소전극(PX)에 형성하는 개구에 의해 상기 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간에 발생하는 용량의 수<277>

치를 설정할 때,  상기 화소전극(PX)에 대한 대향전극(CT)의 위치가 틀리면, 본래의 용량치를 구할 수 없게

된다.

이 경우, 예를 들면 도 42에 표시하는 것과 같이, 화소전극(PX)의 개구에 있어서의 한쌍의 주변부(이 도에서는<278>

위치가 틀릴 때의 부적절함을 고려하여, 도중 y방향에 평행한 변을 예를 들고 있다)를 예를 들면 지그재그 상태

로 형성하고, 각 변의 각각에 돌출부 및 파임부가 형성되는 개구를 형성한다.

화소전극(PX)과 대향전극(CT)이, 도 42(A)에 표시하는 것과 같이 위치의 이탈없이 배치되는 경우, 그것의 용량<279>

값은 중복되는 면적으로 결정된다.

그리고, 화소전극(PX)에 대해 대향전극(CT)이, 도 42(B)에 표시한 것과 같이 x방향에 위치 이탈이 발생한 경우<280>

에도, 그런 중복되는 면적이 불변이고, 용량의 수치에는 변화가 생기지 않다.

한 쪽에 변의 돌출부가 들어간 경우 다른 쪽 변의 돌출부가 나오는 관계가 생기기 때문이다.<281>

이것으로, 개구의 패턴은 상술한 것에 한정되지는 않고, 예를 들면 한 쪽에 전극의 위치 이탈에 대해, 상기 위<282>

치 이탈에 방향에 교차하는 개구변의 한 쪽에 변에 상기 전극측에 나온 돌출부가 형성되고, 또 다른 쪽 변에 상

기 전극에 대해 들어간 파임부가 형성되어 있으면 용이하다.

더욱, 이런 구성은, 도 27의 구성을 전제로 하는 것이 아니라, 상술한 각 실시예의 모든 것에 적용할 수 있는<283>

것이다. 예를 들면, 대향전극(CT)이 적어도 화소영역의 주변을 뺀 전역에 형성되고 있는 구성으로 되고 있는 경

우, 이 대향전극(CT)에 있어서, 화소전극(PX)과 중복되는 부분에 있어서 그 주변을 뺀 부분에 개구를 형성해도

좋다. 게다가, 이 경우의 한 쪽의 전극의 개구는, 그 주변에 있어서 다른 전극과 중복하게 되어 있지만, 반드시

중복되지 않아도 좋다는 것은 말 할 것도 없다.

[실시예 9]<284>

도 40은, 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예를 표시하는 평면도이고, 그 41-41선에 있어서의 단면도를<285>

도 41에 표시하고 있다.

도 40 및 도 41은, 실시예 5(도 27~ 도 30)의 개량으로서 설명 한 도이고, 그 특징은 예를 들면 합성수지막으로<286>

구성된 제 2보호막(PSV2)에 스페이서로서의 기능을 가지게 된 것이다.

여기서, 스페이서는, 한 쪽에 투명기판측에 대해 다른 쪽의 투명기판을 정밀도가 좋은 갭을 유지시켜서 지지하<287>

는 것이고, 표시영역의 전역에 미치고 액정의 층두께를 균일하게 할 수있다.

이 실시예에서는, 예를 들면 게이트 신호선(GL)의 일부에 중복되는 영역에 상기 스페이서의 형성영역을 만들어<288>

서, 이 스페이서는 제2보호막(PSV2)과 일체로 형성된 돌출부로서 구성되고 있다.

이 스페이서를 만들 장소는 각 화소영역에 있어서의 동일한 장소에 하면, 표시영역의 전역에 미치고 액정의 층<289>

두께를 균일하게 할 수있다. 동일한 장소라면, 그 부분의 적층구조가 동일이기 때문이다. 동일한 장소라면, 그

부분의 적층구조가 동일하기 때문이다.

이 스페이서는, 예를 들면 제 2보호막(PSV2)을 형성할 때, 먼저, 광감광성의 합성수지막을 스페이서의 높이 만<290>

큼을 가산시킨 막두께로 형성되어, 그 후, 예를 들면 스페이서의 형성영역에 강한 빛을, 그리고 스페이서의 형

성영역외의 영역에 약한 빛을 선택적으로 조사해서, 현상공정을 경과하는 것에 의해 형성할 수 있게 된다.

이와 같이, 형성되는 각 스페이서는, 높이가 같은 것이 정밀도가 높이 이루어 지기 때문에, 각 투명기판 사이의<291>

갭을 표시영역의 전역에 걸쳐서 균일하게 유지시킬 수있게 된다.

더욱, 이 실시예에서는, 스페이서의 형성후에 있어서, 대향전극을 형성할 필요가 있지만, 가령, 스페이서의 정<292>

점면에 있어서의 상기 대향전극의 재료가 잔존해도, 이른바 필터기판의 측에는 전극이 배치되어 있지 않는 구성

으로 되어 있기 때문에 상기에 의한 불편은 발생하지 않게 된다.

또, 이 실시예에서는, 실시예 5의 개량으로서 설명한 것이지만, 이 실시예에 한정되지 않는 것은 말할 것도 없<293>

다.

액정에 가까운층으로서 합성수지막을 형성할 필요가 있을 때에는, 그것과 일체로 스페이서를 형성할 수 있는 효<294>

과를 소유하지만, 그렇지 않을 경우에도, 어느것인가 한 쪽의 투명기판에 고정된 스페이서를 형성하는 것이, 각

- 18 -

등록특허 10-0798761



투명기판 사이의 갭을 정밀도 높게 균일하게 할 수 있기 때문이다.

[실시예 10]<295>

도 43은 본 발명에 의해 액정표시장치의 다른 실시예를 표시한 단면도이다.<296>

도 43은 실시예5과 비교해서 더구나 개량한 구성을 표시하는 것이고, 도 27의 28-28선에 따라 다른 단면도를 표<297>

시하고 있다. 더욱, 화소영역을 표시하는 평면도는 실시예5의 도 27과 동일한 구성이 된다.

실시예 1과에 구성상의 차이는, 먼저, 대향전극(CT)의 하부이고, 화소전극(PX)을 절연분리하고있는<298>

보호절연막(PSV2)이 대향전극(CT) 혹은 대향전압신호배선(CL)을 마스크로서 파이도록 가공되어 있다.

이 가공에 의해, 드레인 신호선(DL)과 대향전압신호배선(CL) 사이에   절연막(PSV2)은 두껍게 형성되고, 대향전<299>

극(CT)간의 간격부분의 절연막(PSV2)은 얇게 형성되고 있다.

상기 가공의 효과는, 두껍게 형성된 절연막은, 박막트랜지스터 TFT의 부하의 용량을 저감시키고, 혹은 드레인<300>

신호선(DL)의 부하용량을 저감시킨다.

한편, 얇게 형성된 절연막(PSV2)은 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간의 절연막에 위해 전압강하를 저감시켜, 액정<301>

에 충분한 전압을 인가하는 것이 가능하게 되어, 액정의 한계치전압을 저감할 수 있다.

또, 상기 절연막(PSV2)의 가공은 대향전극(CT)을 마스크로서 가공하기 때문에, 이 대향전극(CT)과 자기 정합적<302>

으로 가공되고, 표시 얼룩이 거의 발생하지 않다.

이상, 실시예 1 및 10을 참조해서 설명한 것으로서 명백한 것과 같이 본 발명에 의한 액정표시장치에 의하면,<303>

극히 성능이 높은 것을 구할 수 있게 된다.

[실시예 11]<304>

도 44는 본 발명에 의한 액정표시장치의 다른 실시예로서 화소영역에 있어서의 구성도이고, 액정을 개재하고 서<305>

로 대향배치시킨 한쌍의 투명기판의 한 쪽의 투명기판을 액정측에서 본 평면도이다. 또, 도 45는 도 44의 45-45

선에 있어서의 단면도를 표시한 도이다.

먼저, 도 44에 있어서의, 투명기판(SUB1)상의 도중 x방향에 연재되고 y방향에 배치되는 게이트 신호선(GL)이 예<306>

를 들면 크롬(Cr)으로 형성되고 있다. 이 게이트 신호선(GL)은 후술할 드레인 신호선(DL)과에 장방형의 영역을

형성하고, 그 영역은 화소영역을 구성하게 되어있다.

이 화소영역에는, 게이트 신호선(GL)과 같이, 상기 게이트 신호선(GL)과의 접속 및 상기 드레인 신호선(DL)(뒤<307>

의 공정에서 형성된다)과의 중복이 회피하게 되고, 대향전압선(CL)이 형성되고 있다. 대향전압신호선(CL)은, 게

이트 신호선(GL)과 동일한 재료로 형성해도 되기 때문에, 게이트 신호선(GL)과 동일한 공정으로 배치되고 있다.

도 44에 표시하게 되는 것과 같이, 이 대향전압신호선(CL)은, 화소영역의 중앙에 있어서 도중 y방향에 주행하는

배상의 도전층(CL')과, 이 도전층에 접속하는 화소영역의 주변에 따라 형성되는 테두리 모양의 도전층(CL")에서

구성되어, 이 화소영역 사이에 두고 좌우의 화소영역에 있어서의 대향전압신호선(CL)과는 도중 x방향에 연재하

는 대향전압신호선(CL)에 의해 서로가 접속하게되어 있다.  이 대향전압신호선(CL)은 후술한 대향전극(CT)에 대

향전압신호를 공급하기 위해 신호선 기능을 하지만 차광막으로써의 기능도 같이 형성되어 있다.  이 차광막의

기능의 상세함에 대해서는 후술한다.

게다가, 상기 화소영역에는, 그 미소한 주변부를 삭제한 중앙부의 전역에, 투명도전체인 예를들면 ITO1(Indium-<308>

Tin-Oxide)에서 이루어지는 대향전극(CT)이 형성되고 있다.  본 실시예 및 후술한 실시예 12~15 있어서의, 기판

주요면측에 배치되는 투명도전체에서 되는 대향전극(CT)(ITO1)에 윤곽을 굵은 선으로 표시한다.  이 대향전극

(CT)(ITO1)은, 그리하여 기판주요면에서 떨어져 다른 투명도전체의 막(화소전극PX(ITO2)에 적어도 일부가 덮혀

진다.  투명도전체로써는 본실시예에서 사용한 ITO 대신해서, 예를들면, IZO(Indium-Zinc-Oxide) 이나 이온코팅

등으로 구해지는 금속의 박막 등, 이곳에 입사하는 빛을 충분한 강도로 출사할수 있도록 형성된 도전막(예를들

면, 입사광의 적어도 60%를 투과시킨다.)을 사용해도 좋다.

이 대향전극(CT)은 그 주변부가 상기 대향전압신호선(CL)의 테두리 모양의 도전층의 안쪽의 주변부에 직접 중복<309>

할 수 있게 형성되고, 그러므로 상기 대향전극(CT)에 대향전압신호선(CL)에서 공급되는 대향전압이 인가 하게되

고 있다.  이런 게이트 신호선(GL), 대향전압신호선(CL) 및 대향전극(CT)까지 피복하여 투명기판(SUB1)의 상면

에 전역에는, 예를들면 SiN부터 되는 절연막(GI)이 형성되고 있다.  이 절연막(GI)은, 후술의 드레인 신호선
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(DL)에 대해서는 대향신호선(CL) 및 게이트 신호선(GL)에 층간절연막으로써의 기능을, 후술의 박막 트렌지스터

TFT의 형성영역에 있어서 그 게이트 절연막으로써의 기능, 후술의 영량소자(Cstg)의 형성영역에 있어서의 그 유

전체막으로써의 기능을 갖고 있다.

도 44의 좌측 하단에 표시되고 있는 것과 같이, 게이트 신호선(GL)의 일부에 중복되는 박막 트렌지스터 TFT의<310>

부분에 상기 절연막(GI) 상에는, 예를들면 a-Si에서 되는 반도체층(AS)가 형성되고 있다.

이 반도체층(AS) 상면에 소스전극(SD2) 및 드레인 전극(SD1)이 형성되는 것에 의해, 게이트 신호선(GL)의 일부<311>

를 게이트 전극으로 하는 역 스태거 구조의 MIS 형 트렌지스터가 형성하게 된다.  그리고, 이 소스전극(SD2) 및

드레인 전극(SD1)은 드레인 신호선(DL)과 동시에 형성하게된다.

즉, 도 44에 있어서 y방향으로 연재되어 x방향으로 배치된 드레인 신호선(DL)이 형성되어, 이 드레인 신호선<312>

(DL)의 일부가 상기 반도체층(AS)의 표면까지 연재되는 것에 의해 박막 트렌지스터 TFT에 드레인 전극(SD1)을

형성하게 되어 있다.

또, 상기 드레인 신호선(DL)으로 형성하는 중에 소스전극(SD2)이 형성되어 이 소스전극(SD2)은 화소영역내의 일<313>

부까지 연재되어 후술의 화소전극(PX)과의 접속을 시도하는 콘택트부 까지 일체적으로 형성하게 된다.

더욱이, 반도체층(AS)의 상기 소스전극(SD2) 및 드레인 전극(SD1)과의 계면에는 예를들면, n형 불순물이 도핑한<314>

콘택트층(d0)이 형성되어 있다.

이 콘택트층(d0)는, 반도체층(AS)의 표면 전역에 n형 불순물 도핑층을 형성하고, 더욱더 소스전극(SD2) 및 드레<315>

인 전극(SD1)에 형성후에 있어서, 상기 각 전극을 마스크로서 이런 각 전극부터 노출된 반도체층(AS) 표면에 n

형 불순물 도핑층을 에칭하는 것에 의해 형성하게 되어 있다.

또한, 이 실시예 에서는, 반도체층(AS) 박막 트렌지스터 TFT 의 형성영역뿐만 아니라, 드레인 신호선(DL)에 대<316>

한 게이트 신호선(GL), 대향전압신호선(CL)과의 교차후에도 형성되고 있다.  층간절연막으로써이 기능을 강화했

기 때문이다.

그리고, 이와 같이 박막 트렌지스터 TFT가 형성된 투명기판(SUB1)의 표면에는, 상기 박막 트렌지스터 TFT 까지<317>

바꿔 예를들면, SiN부터 되는 절연막(GI)이 형성되어 있다.  박막 트렌지스터 TFT의 액정(LC)과의 직접적인 접

촉을 회피하기 위해서이다.

또한, 이 보호막(PSV)의 상면에는 화소전극(PX) 예를들면, ITO2(Indium-Tin-Oxide)부터 되는 투명한 도전막에<318>

의해 형성되고 있다.  그리고 이 화소전극(PX)은 그 일부에 있어서 상기 보호막(PSV)에 형성한 컨택트구멍을 통

해서 상기  박막 트렌지스터 TFT의 소스전극(SD2)의 연재부와 접속하게 되고 있다.

이 화소전극(PX)은, 화소영역에 거의 중앙에 있어서 도 44중 y방향에 연재하는 대향전압신호선(CL') 상에서 굴<319>

곡부를 소유하는 복수의 제 1 전극(PX')과, 이런 제 1전극(PX')에 각단부를 각각 접속하는 테두리모양의 제 2의

전극(PX")부터 구성되고 있다.  다시 말해서, 제 1전극(PX')는, 상기 대향전극 신호선(CL')에 의해 경계를 가진

한쪽의 화소영역 측에 있어서 상기 대향전극 신호선(CL')에 대해서 (- θ: θ< 45°) 기울기를 갖고 도중 y방향

에 같은 동일간격에 배치되고, 또, 다른 쪽의 화소영역측에 있어서, 상기 대향전극 신호선에 대해서 (-θ :θ <

45°) 기울기를 갖고 도 44중 y방향에 동일간격에 배치되고 있는 것과 같이 각 화소영역에 대응하는 전극끼리는

상기 대향전극 신호선(CL') 상에서 서로 접속하여 구성되고 있다.

이와 같이 제 1의 전극(CL')에 굴곡부를 배치하고 있는 것은 말하자면, 멀티도메인 방식을 채택하는 것으로 한<320>

쪽에 기울기(- θ)를 갖고있는 화소전극과 다른 쪽 기울기(+θ )를 가진 화소전극이 각각의 대향전극(CT)에 대

해서 발생하는 전계의 방향을 다르게 하고, 액정분자의 꼬인 방향을 역으로 하는 것에 의해 예를들면, 표시영역

을 좌우에서 각각 관찰한 경우에 생기는 착색차이를 상살시키는 효과를 나타내기 때문이다.

이 제 1전극(PX')의 각각의 굴곡부는, 상술한 대향전압신호선(CL) 중에, 화소영역의 중앙에 있어서의 y방향에<321>

연재하는 신호선(CL')에 중복하는 것과 같은 위치에 있다.

제 1전극(PX')의 굴곡부의 근방은, 이 부분에 있어서 전계의 방향이 랜덤으로 되고 엄밀한 횡정계가 되지 않는<322>

불투과 영역(이하, 이 영역을 디스크 리네이션 영역이라고 부른다.)이 발생하기 때문에 이 영역을 상기 신호선

(CL')에 의해 차광하는 구성으로 한 것이다.

또, 상기 제 1전극(PX')은 굴곡부를 중심으로 전극에 넒어짐의 각도는 2 θ(< 90°)이고, 예각으로 되어 있다.<323>
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이와 같이 한 경우, 이 굴곡부에 있어서 대향전극(CT) 사이에 비교적 강한 전계가 쉽게 생기고 액정분자의 회전<324>

을 고속으로 할 수 있게 된다.  이 때문에 이 굴곡부를 기점으로 해서 그 주변 나아가서는 화소영역의 전역에

걸쳐서 액정분자의 회전의 고속화를 파급할 수 있고 결과는 리스폰스 가속화를 도모한 표시를 달성시키는효과를

낼 수 있게 된다.

또, 화소전극(PX)중에 제 2의 전극(PX")은 상기 대향전압신호선(CL)중에 테두리 모양에 형성시킨 신호선(CL")<325>

안쪽 주변부의 중복시킨 테두리 모양의 전극(PX)으로 이루어지고, 상기 제 1의 전극(PX)의 연재단과 접속된 구

성으로 되어 있다.

제 2의 전극(PX")중에 도 44중 y방향의 연재된 부분과 그것의 인접해서 배치되는 드레인 신호선(DL) 간에는 상<326>

술한 대향전압 신호선(CL")이 도중 y방향의 연재되서 형성되고 있다.

이 대향전압 신호선(CL")은 드레인 신호선(DL) 사이의 공간을 될 수 있는 한 작게 해서 그 폭이 크게 형성되고<327>

있다.

다시 말하면, 화소전극(PX)중에 도 44중 y방향에 연재하는 전극(PX")과, 그것의 인접해서 배치되는 드레인 신호<328>

선(DL)간의 공간은 상기 대향전압 신호선(CL")에 의해 차광되는 구성으로 되어 있다.

드레인 신호선(DL)부터는 그것에 공급되는 연산신호에 의해 전계가 발생하고, 이 전계는 대향전압신호선(CL")측<329>

에 종단시키며, 상기 전계에 의해 변화하는 액정에 광투과율의 변화에 의한 광투과를 차광하지 못하게 하려고

하는 취지이다.

이와같이 구성된 화소전극(PX)은, 다음과 같은 여러 효과를 낼 수 있게 되어 있다.<330>

우선, 대향전극(CT) 사이에서 발생하는 전계의 방향을 다르게 하는 영역은 화소영역을 2분할하여 형성하고 있기<331>

때문에 각 화소 전극(PX)(제 1의 전극PX')의 굴곡부는 각각 하나가 되고, 그 총수는 상기 제 1의 전극 (PX')의

수에 해당된다.

종래, 예를들면 도 44중에 y방향의 연재되고 x방향에 배치된 각 화소전극에 각각을, 그 길이방향에 따라 우측의<332>

경사시킨 후에 우측으로 경사시켜, 또한 우측으로 경사시키는 것을 반복한, 이른바 지그재그 현상이 나타나는

것과 비교해서, 상기 전극의 굴곡부를 대폭 감소시킨 구성으로 할 수 있게 된다.

이 때문에, 상기 전극(PX')의 굴곡부에 있어서, 디스크리네이션 영역이 발생하는 것을 대폭 감소시킬 수 있다.<333>

또, 화소전극(PX)을 상기 제 1의 전극(PX')외에, 화소영역 주변에 테두리 모양으로 배치되는 제 2의 전극(PX")

을 새롭게 만드는 것으로, 이 제 2의 전극(PX")과 대향전극(CT) 사이에도 횡 전계가 발생하게 된다.

종래, 상술한 것과 같은 지그재그 형성에 화소전극에는. 인접하는 드레인 신호선 사이에 작은 공간과 큰공간이<334>

번갈아 가면서 형성되고, 이 가운데 큰공간은 충분한 횡 전계가 발생하지 않는다.  이른바, 데드스페이스가 발

생하고 있었다.

이로 인하여, 본실시예와 같이 형성하는 것이 상술한 데드스페이스의 발생을 억제할 수 있고, 실질적인 화소영<335>

역의 확대를 시도할 수 있게 된다.

또한, 이 제 2의 전극(PX")은 박막 트렌지스터 TFT의 소스전극(SD2)을 개재해서 제1의 전극(PX')은 서로에 영상<336>

신호를 공급시키는 기능까지 갖고 있다.

이로 인하여, 이 기능을 충족할 때까지 제 2의 전극(PX")은 반드시 화소영역 주변에 따른 테두리모양의 현상에<337>

형성을 필요하지 않은 것은 말할 것도 없다.

예를 들면, 도 44의 제 2의 전극(PX")에 있어서, 도중 x 방향에 평행의 위치에 있는 것 중에, 도중 상측(박막<338>

트렌지스터 TFT 와 반대측)에 있는 것을 특별히 형성하지 않아도 충분한 효과를 낼 수 있다.  이와같이 화소전

극 (PX)이 형성되는 투명기판(SUB1)의 표면에는 상기 화소전극(PX)까지 피복하여  배향막(도 44 및 도 45에는

표시를 하지 않고, 실시예 1참조)이 형성되고 있다.  이 배향막은, 도중 y 방향에 러빙 처리가 된 액정(LC)과

직접 접촉하는 막으로, 상기 액정(LC)의 초기 배향 방향을 결정하는 것으로 되어 있다.

더욱 상술한 실시예는, 화소전극(PX)으로서 투명한 전극으로 구성한 것이지만, 반드시 투명한 것은 아니고, 예<339>

를들면 Cr과 같은 불투명 금속재료라도 좋다.  이것으로 개구율이 약간 저하하지만, 액정 LC의 구동에 있어서는

전혀 지장이 없기 때문이다.

또, 이와 같이 구성된 투명기판(SUB1)은 이른바 TFT 기판이라 부르고, 이 TFT 기반과 액정(LC)를 개재해서 배치<340>
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되는 투명판은 필터기판이라고 부른다.  필터기판은, 그 액정측면에, 먼저 각 화소영역을 경계를 짓고 블랙매트

릭스가 형성되어, 이 블랙매트릭스의 실질적인 화소영역을 결정하는 개구부에는 그것을 받고 필터가 형성되게

되어 있다.  그리고 블랙매트릭스 및 필터를 받고, 예를들면 수지막에서부터 되는 오버코트막이 형성되어, 이

오버코트막의 상면에는 배향막이 형성되고 있다.  이런 상세함은, 실시예 1에서 기술한 바와 같다.

[실시예 12]<341>

도 46은 본발명에 의한 액정표시장치에 다른 실시예를 표시하는 도이고, 도 1에 대응한 도면으로 되어 있다.<342>

또 도 47은 도 46에 47-47 선에 있어서의 단면을 표시하는 도이다.

도 44가 다른 구성은, 먼저 굴곡부를 가진 화소전극(PX)에 상기 굴곡부에 근방을 차광하는 부재로서, 드레인 신<343>

호선(GL)과 같이 형성되는(따라서 상기 신호성과 재료가 동일) 도전층(CL)을 사용하는 것에 있다.

이 도전층(CL)은 대향전압신호선(LC)를 구성하는 것이고, 이 때문에 투명전극을 구성하는 대향전극(CT)은, 이<344>

대향전극 신호선(LC)이 상층(하층이라도 좋다)에 중복되어 형성되어 있다.

또, 상기 도전층(GL')은, 화소영역에 거의 중간을 y방향에 주행해서 형성되어 있기 때문에 그 양쪽에 위치되어<345>

있는 각 드레인 신호선(GL)과의 쇼트 걱정 없이 형성할 수 있게 된다.

[실시예 13]<346>

도 48은 본 발명에 의한 액정표시장치에 다른 실시예를 표시하는 도이고, 도 44에 대응하는 도이다.<347>

도 44와의 구성상의 차이는 화소전극(PX)에서 볼 수 있고, 굴곡부를 가진 복수의 제 1의 전극(PX')에 각 단부를<348>

서로 접속하는 테두리 모양의 제 2의 전극(PX")의 도중 y방향에 신장하는 제 3의 전극(PX3)을 설치하고 있다.

이와같이 구성한 경우에도, 화소영역의 전역에 퍼져서 화소전극을 데드스페이스 없이 형성할 수 있다.  <349>

[실시예 14]<350>

도 49는, 본발명에 의한 액정 표시장치에 다른 실시예를 표시하는 도이고, 도 44에 대응하는 도이다.<351>

도 44와 다른 구성은, 화소영역에 있어서 전계의 방향이 다른 영역을 이 도중 x 방향에 평행한 경계에 의해 2분<352>

할하는 것에 있다.

이 때문에 굴곡부를 소유한 화소전극(PX)(제 1의 전극PX')은, 한쪽 화소영역에 있어서 도중 x방향에 대해서 (-<353>

: > 45°)각도를 가지고 배치되고,

다른쪽  화소영역에 있어서(+  :  > 45°)각도를 가지고 배치되며, 상기 경계부에 있어서 대응하는 화소전<354>

극이 상호 접속하는 패턴을 갖고 있다.

이와 같이 한 경우에 있어도, 데드스페이스의 축소화, 및 화소전극에 제 1의 전극(PX') 굴곡부에 수치의 간소화<355>

를 도모할 수 있게 된다.

또 이와같이 한 경우, 배향막의 초기 배향방향(도중 y방향)과 각 전계의 방향이 가장 양호한 설정으로부터, 제1<356>

의 전극은 굴곡부에 있어서 열림각도 (2 )는 등각으로 설정할 수 있다.

이 때문에 화소전극(제 1의 전극)의 굴곡부에 있어서 이른바 디스크리네이션 영역의 발생에 간소화를 시도할 수<357>

있게 된다.

이것으로 이 실시예의 경우 각 화소전극에 굴곡부에 있어서 차광수단을 구비한 구성으로 되어 있지 않지만 디스<358>

크리네이션 영역이 완전해지는 발생의 방지를 위해 상기 차광수단을 설치해도 좋은 것은 말할 것도 없다.

또한, 도 49중 그 제 2의 전극(PX")에 있어서, 도중 x방향의 평행의 위치에 있는 가운데, 도중 상측(박막 트렌<359>

지스터 TFT와 반대측)에 있을 것을 특별히 형성하지 않아도 충분한 효과를 낸다는 것은 말할 것도 없다.

[실시예 15]<360>

도 50은 본발명에 의해 액정표시장치의 다른 실시예를 표시하는 도이고, 도 44에 대응하는 도이다.  도 44와의<361>

구성상의 차이는 대향전압신호선(CL)과 대향전극(CT)과의 접속에 있다.  본 실시예에서는 게이트신호선(GL)의

크롬(Cr)계에의 합금을 가지고 기판상에서 게이트 신호선(GL)의 바탕을 형성한 후, SiNx등으로부터 이루어지는

게이트 절연막(GI) 성막 전에 대향전극(CT) (IT1)을 형성한다.  예를들면, 도 13에 있어서 (B)의 공정이 (A)의
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공정보다 이전이 된다.  ((A)공정과 (B)공정의 순서가 역전된다.)  대향전극(CT)을 이룬 ITO막은, 블랙매트릭

스(BM)의 개구(그 윤곽을 파선으로 표시)에서 규정된 화소에 중심에서, 대향전압신호선(CL)을 이룬 Cr막과 즉

시 접촉한다.

도 50에는, 액정층의 광투과율을 변조하기 위해 액정분자를 회전구동시키는 전장의 인가방향, 드레인 신호선(<362>

영상신호선, 데이터선이라고도 부른다.)에서 상기 화소(파선BM의 테두리에 둘러 쌓여있는 영역)에서 나오는 전

장의 방향 및 표시한 전극구조를 덮는 배향막 (표시안함) 러빙처리 할 때에 러빙롤러에 진행방향 (소위 러빙방

향) 각각 굵은 선의 화살표로 표시되어 있다.

본 실시예에서는 액정분자를 회전 구동하는 전장은, 도의 상하방향(드레인 신호선DL 연신방향)에 따라 인가한<363>

다.  이 때문에 드레인 신호선에서 도의 좌우방향 화소로 누수되는 전장 (전기력선)이 액정분자의 회전구동을

주는 영향이 저감되고 종(縱) 스미어(Smear)에 의한 화질의 열화를 억제한다.  액정분자를 회전구동 시키는 전

장의 방향(「액정의 전장인가 방향」의 화살표)과 드레인 신호선(DL)부터 화소에 누수되는 전장의 방향(「드레

인선에서의 전장방향」을 표시하는 화살표)과 교차하는 각도가 크면, 상술의 종 스미어의 발생은 억제된다.

이 교차 각도가 작은 경우, 드레인 신호선(DL)과 화소사이의, 대향전극(CT) 혹은 화소전극(PX)을 드레인 신호

선(DL)에 따라 설치하는 것은, 드레인 신호선(DL)부터 화소에 누수전장을 차단할 필요가 있다.  그러나 본실시

예 에서는 일정간격형으로 배열하는 화소전극(PX) (ITO2)을 드레인선과 충분한 크기의 각도를 갖고 교차할 수

있게 배치하기 때문에 이 차단구조가 필요없게 된다.  이 특징은 도 50의 표시한 화소의 좌측 상부 및 우측 하

부에 보이고 화소자체의 개구율(액정분자의 회전구동에 의해 변조시킨 빛을 투과할 수 있는 면적)을 크게한다.

또, 본 실시예에 따르면 기판주요면부터 보면 한쪽에 투명도전체의 막(ITO1)보다 떨어져 형성되고 다른 쪽에<364>

투명도전체의 막(ITO2)(그 단면구조부터 보고, 상부ITO 층이라고도 부름)에 의해 구성되는 전극구조의 설계자

유도가 높게 된다.  이 때문에 드레인 신호선(DL)의 신장방향으로 교차하는(바람직하게는 대략 직교한다.)

방향에 따라 앞으로 공급되는 전압신호를 화소전극(PX)에 인가할 수 있게 화소전체를 설계할 수 있게 된다.

또한, 본 실시예에 있어서, 드레인 신호선(DL)에 대해서 화소전극(PX)에 일렬로 나열된 신장방향이 직교하지<365>

않기 때문에 러빙방향(이에 따른 방향에 전장이 인가되지 않은 상태에서 액정분자가 배향한다.)을 드레인 신호

선에 대해서 직교하는 방향으로 설정할 수 있다. 

상기 기술한 실시예 11내지 14에서는, 대향전극(CT)은 화소영역의 최소한의 주변을 제외한 중앙부의 전역에 걸<366>

쳐서 형성된 것이다.

그러나, 이 대향전극(CT)은 화소전극(PX)과 중복할 부분에 형성되지 않아도 액정의 동사에는 전혀 영향이 미치<367>

지 않기 때문에 이와같이 형성해도 좋다는 것은 말할 것도 없다.

또 상술한 각 실시예에는, 화소영역의 최소한의 주변을 제외한 중앙부의 전역에 걸쳐서 형성된 투명의 전극을<368>

대향전극(CT)으로 하고, 굴곡부가 형성되는 전극을 화소전극(PX)으로서 형성하는 것이지만 이것의 한정되는 것

은 아니고, 화소영역의 최소한의 주변을 제외하는 중앙부의 전역에 걸쳐서 형성된 투명 전극을 화소전극(PX)으

로서 굴곡부가 형성된 전극을 대향전극(CT)으로서 형성해도 용이한 것은 말할 것도 없다.

산업상 이용 가능성

이상, 실시예 11 내지 14를 참조해서 명백하게 설명했기 때문에 본 발명에 의한 액정표시장치에 의하면, 우수<369>

한 품질의 화상을 표시하는 것이 가능해진다.

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명에 의한 액정장치표시의 화소영역의 하나의 실시예를 표시하는 평면도이다. <20>

도 2 는 도 1의 2-2선에 있어서의 단면도이다.<21>

도 3 는 도 1의 3-3선에 있어서의 단면도이다.<22>

도 4 는 도 1의 4-4선에 있어서의 단면도이다.<23>

도 5 는 발명에 의한 액정표시장치에 들어가있는 액정표시 판넬의 외관을 표시하는 평면도이다.<24>

도 6 은 액정표시 판넬의 각 투명기판을 고정하고 또한 액정을 봉입시킨 씰제의 구조를 표시하는 단면도이다.<25>

도 7 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 게이트신호단자의 하나의 실시예를 표시하는 구조도이다.<26>
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도 8 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 드레인신호단자의 하나의 실시예를 표시하는 구조도이다.<27>

도 9 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 대향전압신호단자의 하나의 실시예를 표시하는 구조도이다.<28>

도 10 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 하나의 실시예를 나타내는 구조도이다.<29>

도 11 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 구동의 하나의 실시예를 표시하는 타이밍챠트이다.<30>

도 12 는 본 발명에 의한 액정표시장치에 있어서 그 액정표시판넬의 외부회로를 연결해준 경우의 평면도이다.<31>

도 13 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 제조방법의 하나의 실시예를 표시하는 공정도이다.<32>

도 14 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 제조방법의 하나의 실시예를 표시하는 공정도이고, 상기 도 13에서<33>

설명한 공정에 연속되는 공정를 설명하는 도이다.

도 15 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<34>

도 16 은 도 15의 16-16선에 있어서의 단면도이다.<35>

도 17 은 도 15의 17-17선에 있어서의 단면도이다.<36>

도 18 은 도 15의 18-18선에 있어서의 단면도이다.<37>

도 19 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 제조방법의 다른 실시예를 표시하는 공정도이다.<38>

도 20 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 제조방법의 다른 실시예를 표시하는 고정도이고, 상기 도 19에서 설<39>

명한 공정에 연속되는 공정을 설명한 도이다.

도 21 은 본 발명에 의한 액정장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<40>

도 22 는 도 21의 22-22선에 있어서의 단면도이다.<41>

도 23 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 하나의 실시예를 표시하는 평면도이다.<42>

도 24 는 도 23의 24-24선의 있어서의 단면도이다.<43>

도 25 는 도 23의 25-25선의 있어서의 단면도이다.<44>

도 26 은 도 23의 26-26선의 있어서의 단면도이다.<45>

도 27 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 하나의 실시예를 표시하는 평면도이다.<46>

도 28 은 도 27의 28-28선의 있어서의 단면도이다.<47>

도 29 는 도 27의 29-29선의 있어서의 단면도이다.<48>

도 30 은 도 27의 30-30선의 있어서의 단면도이다.<49>

도 31 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<50>

도 32 는 도 31의 32-32선의 있어서의 단면도이다.<51>

도 33 은 도 31의 33-33선의 있어서의 단면도이다.<52>

도 34 는 도 31의 34-34선의 있어서의 단면도이다.<53>

도 35 는 상기한 각 실시예의 액정표시장치의 인가전압-투과율의 특성을 표시하는 그래프이다.<54>

도 36 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<55>

도 37 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역을 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<56>

도 38 은 도 37의 38-38선의 있어서의 단면도이다.<57>

도 39 는 도 37의 39-39선의 있어서의 단면도이다.<58>

도 40 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<59>

도 41 은 도 40의 41-41선의 있어서의 단면도이다.<60>
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도 42 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 설명도이다.<61>

도 43 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 단면도이다.<62>

도 44 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<63>

도 45 는 도 44의 45-45선의 있어서의 단면을 표시하는 도이다.<64>

도 46 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<65>

도 47 은 도 46의 47-47선의 있어서의 단면도를 표시하는 도이다.<66>

도 48 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<67>

도 49 는 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<68>

도 50 은 본 발명에 의한 액정표시장치의 화소영역의 다른 실시예를 표시하는 평면도이다.<69>

<주요부분을 나타내는 도면부호의 설명><70>

GL : 게이트 신호선                      GI : 절연막<71>

DL : 드레인 신호선                      CL : 대향전압신호선<72>

PX : 화소전극                           CT : 대향전극<73>

AS : 반도체층                           TFT : 박막트랜지스터<74>

PSV : 보호막                            GTM : 게이트 신호단자 <75>

DTM : 드레인 신호단자                   CTM : 대향전압 신호단자<76>

ITO : 투명도전층<77>
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR100798761B1 公开(公告)日 2008-01-29

申请号 KR1020027003054 申请日 2000-09-05

[标]申请(专利权)人(译) 日立HITACHI SEISAKUSHODBA

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 ONO KIKUO
오노키쿠오
YONEYA MAKOTO
요네야마코토
YAMAMOTO TSUNENORI
야마모토츠네노리
HIRAKATA JUNICHI
히라카타준이치
NAKAYOSHI YOSHIAKI
나카요시요시아키

发明人 오노키쿠오
요네야마코토
야마모토츠네노리
히라카타준이치
나카요시요시아키

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/1362

CPC分类号 G02F1/133345 G02F1/134363 G02F1/13439 G02F1/13458 G02F1/136286 G02F1/1393 G02F2201/40 
G02F1/13394 G02F1/134309 G02F1/136227 G02F1/1368 H05K999/00 H05K999/99

代理人(译) Yijongil

优先权 1999252763 1999-09-07 JP

其他公开文献 KR1020020041426A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示装置技术领域本发明涉及液晶显示装置，并且在用于驱动横向
电场系统中的液晶层的液晶装置中，其屏幕显示性能得到改善。因此，
在本发明中，在透明基板的液晶侧上设置有绝缘膜的像素电极和对电极
形成在透明基板的彼此相对设置的一侧上，液晶插入其间，液晶显示装
置形成为透明电极，该透明电极形成在像素电极和对电极中的一个不与
另一个电极和另一个电极中的至少一个作为外围部分重叠的区域中，并
且是一个多层次的结构。 专利号10-0798761
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